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低損失で脱炭素社会の実現に貢献する

SiC MOSFET

高速スイッチング・高効率 SiC MOSFET

・高耐圧1200V、車載対応パッケージ
・ケルビンソース端子あり

・IEC-60664 汚染度1,2 に対応

実装例

沿面距離
を確保 単位：mm

現行大電流パッケージ
FZ-7P

15.0

10.2

5.2

高耐圧新パッケージ
GF-7P

15.0

10.2

6.2

汚染度2
(民生など)

汚染度1
(車載など)

4.85mm

パターン間
距離

GF
(TO-263-7P)

GE
(TO-247-4L)

電気的・熱的特性
(TC=25°C)

絶対最大定格
(TC=25°C)

Part Name
RDS(ON) typ

[mΩ]
VTH typ

[V]
ID

[A]
VDSS
[V]

TCH
[°C]

703.035650-55～175WP35GF65AK
563.040650-55～175WP40GF65AK
313.070650-55～175WP70GF65AK
753.033750-55～175WP33GF75AK
603.038750-55～175WP38GF75AK
333.060750-55～175WP60GF75AK
803.0301200-55～175WP30GF120AK
643.0351200-55～175WP35GF120AK
353.0551200-55～175WP55GF120AK

電気的・熱的特性
(TC=25°C)

絶対最大定格
(TC=25°C)

Part Name
RDS(ON) typ

[mΩ]
VTH typ

[V]
ID

[A]
VDSS
[V]

TCH
[°C]

703.035650-55～175WP35GE65AK
563.040650-55～175WP40GE65AK
313.070650-55～175WP70GE65AK
203.090650-55～175WP90GE65AK
753.033750-55～175WP33GE75AK
603.038750-55～175WP38GE75AK
333.060750-55～175WP60GE75AK
223.080750-55～175WP80GE75AK
803.0301200-55～175WP30GE120AK
643.0351200-55～175WP35GE120AK
353.0551200-55～175WP55GE120AK
243.0651200-55～175WP65GE120AK

挿入型パッケージ GE (TO-247-4L)面実装型パッケージ GF (TO-263-7P)

■ 検討中のため量産品においては変更となることがあります。


